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Zusanvmenfassung 

• Bauteil mit einer Gehausepackung 

v, et rifft ein elektronisches Bauteil mit einer 
Die Kf»M ^.trxfft e, . offlagen (3) mit min . 

rrr:i :::: 

.erteilte spitzkegelige AuBenkontakte (7 ^ ' 

Tfflaaen (3) und bilden Durchkontakte der vergrabenen 
stofflagen (3) una d _ rifft die Erfi ndung ein Verfah- 

ren zur Herstellung eines derartxgen eiejct 



15 



(1) • 

[Figur 1] 
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Elektronisches Bauteil mit einer Gehausepackung 
Beschreibung 

5 Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einer 
Gehausepackung aus mehreren Kunststof f lagen mit mindestens 
einer vergrabenen Leiterbahn und mit mindestens einem Halb- 
leiterchip sowie ein Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung 
von mehreren derartigen elektronischen Bauteilen gemaB der 
10 Gattung der unabhSngigen Anspruche. 

Die Verkleinerung von Baugruppen in' vielen Elektronikberei- 
Chen erfordert eine immer hohere integrationediulite von-Bau- 
elementen sowohl auf Leiterplatten als auch in einer Gehause- 

15 verpackung. Jedoch nimmt die Kontaktierung der Kontaktf lachen 
des Halbleiterchips mit entsprechenden Kontaktanschlufcf lachen 
auf einer Umverdrahtungsplatte Oder einem SchaltungstrSger in 
der Gehausepackung einen erheblichen Raum ein, well Drahtver- 
bindungen den sogenannten Bondverbindungen zwischen den Kon- 

20 taktflachen und den Kontaktanschlufif lachen geschaffen werden 
mussen. 

Bei einer Flip-Chip-Verbindung wird. zwar die Verbindungstech- 
nik in einer Gehausepackung durch auf den Halbleiterchip auf- 

25 gebrachte ballfBrmigen Aufienkontakten ohne jedes Drahtbonden 
gelost, weil die Au&enkontakte unmittelbar auf eine Umver- 
drahtungsplatte oder auf einen SchaltungstrSger auf gelotet 
werden konnen, jedoch ergibt sich ein erheblicher Zwischen- _ 
raum zwischen dem Halbleiterchip. und entweder der Umverdrah- 

30 tungsplatte oder einem SchaltungstrSger, der nachtraglich 

durch sogenannten Underfill aufgefUllt werden muss, so dass . 
zwar eine" Flachenersparnis gegeniiber den Drahtverbindungs- 
technologien auftritt, jedoch eine relativ komplexe Verbin- 
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d un g , t ec h ni>c zwischen den Ml.tott.kt~ d« 3 Hslbl.itercnips 
und ein.r iWrdrahtu^aplatt. Oder einez S=h al tun 9 =«* g ers 
erforderlich wird. 

• A ufgabe de. Erfindung 1st ... ein elektronisch«s Bauteil zu 
SC haf f en, das kostengunstig herstellbar und eine verbesserte 
Packungsdichte von Halbleiterchips in einer Gehausepackung 
ermGglicht. 

Diese Auf gabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen An- 
spruche gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abhSngigen Anspruchen. 

Erfindungsgema* wird ein elektronisches • Bauteil mit einer Ge- 
hausepackung aus mehreren Kunststof f lagen angegeben, das min- 
destens eine vergrabene Leiterbahnlage aufweist und mit -n- 
destens eine. Halbleiterchip versehen i.t. Dieser Halblexter- 
chip weist auf seiner AuAenseite verteilte, spitzkegelxge Au- 
fcenkontakte auf. Diese spitzkegeligen Aufienkontakte durch- 
dringen in der Gehausepackung eine der Kunststof f lagen und 
bilden Durchkontakte zu der mindestens einen vergrabenen Lea.- 
terbahnlage. 

Unter "spitzkegelig" wird in diesem zusammenhang ein Korper 
verstanden, der eine GrundflSche und eine HShe aufweist, wo- 
bei sich seine AuAenkontur von der Grundf lache aus mit zuneh- 
mender Hohe verjungt, 

Ein derartiges erf indungsgemSBes Bauteil 1st kostengunstig 
durch Einlaminieren von Halbleiterchips in eine Kunststof fla- 
gs zu realisieren, ohne dass aufwendige Durchkontakte in der 
Kunststofflage vorher vorzuhalten sind. Damit konnen sehr 
flache Bauhohen realisiert werden, da die Kontaktierung zu 
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der vergrabenen Leiterbahnlage praktisch nicht zur Bauteilho- 
he beitragt, well Aufienkontakte in der Kunststof f lage wie 
vorgesehen verschwinden. Daruber hinaus entfallt die Notwen- 
digkeit eine sogenannte "Underf ill"-Schicht zum nachtragli- 
5 chen Auf fiillen von Zwischenraumen zwischen dem Halbleiterchip 
und einer aufienliegenden Leiterbahnlage vorzusehen. Mit dem 
Durchdringen einer Kunststof f lage mittels der spitzkegeligen 
Aufienkontakte des Halbleiterchip sind automatisch zumindest 
• die Unterseite des Halbleiterchips und die spitzkegeligen Au- 
10 fienkontakte von einer Kunststof fmasse umgeben. Somit bilden 
sich keine unerwunschten Hohlraume . 

• Andererseits ist es mSglich, wahlweise erwiinschte Hohlraume 
definiert herzustellen, indem in der Kunststof f lage zwischen 
15 den spitzkegeligen Aufienkontakten, welche die Kunststof f lage 
durchdringen, Vertiefungen vorgesehen sind, so dass sich fla- 
che Hohlgehause ausbilden, die insbesondere fur die Sensor- 
technik von Vorteil sind. Dazu weist die Gehausepackung eine 
entsprechend strukturierte Kunststof f lage auf. 

20 

Das elektronische Bauteil kann ein Multichipmodul mit mehre- 
ren vergrabenen Leiterbahnlagen und mehreren Halbleiterchips, 
die. spitzkegeiige Aufienkontakte aufweisen, sein. Dabei kSnnen 
die spitzkegeligen Aufienkontakte der Halbleiterchips in der 
25 Gehausepackung des Multichipmodul s unterschiedliche Kunst- 
\r stofflagen durchdringen und Durchkontakte zu unterschiedli- 

chen vergrabenen Leiterbahnlagen bilden. Diese mogliche Aus- 
ftthrungsform der Erfindung zeigt die hohe Flexibilitat dieser 
neuen Technik, die es ermoglicht, Gehausepackungen und elek- 
30 tronische Bauteile mit derartigen Gehausepackungen darzustel- 
len, bei denen Halbleiterchips in die Gehausepackung einge- 
bettet sind und/oder die Gehausepackung zusatzlich mit Halb- 
leiterchips bestUckt ist. 
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Somit schafft die Erfindung die Moglichkeit, dass das elek- 
tronische Bauteil vergrabene Halbleiterchips aufweist. Ein 
vergrabenes Halbleiterchip in einer derartigen Gehausepackung 
aus mehreren Kunststof flagen kann allein dadurch realisiert 
werden, dass tiber einen Halbleiterchip, dessen spitzkegelige 
Aufienkontakte eine Kunststof f lage durchdringen und eine ver- 
grabene Leiterbahnlage kontaktieren, eine weitere Kunststof f- 
lage angeordnet ist. 



10 



Der Vorteil der Raumersparnis kann dadurch vergrofiert werden, 
dassals Halbleiterchips gedunnte Halbleiterchips mit kegel- 
~V stumpfformigen Aufienkontakten eingesetzt werden. Derartige 

gedunnte Halbleiterchips konnen eine Dicke zwisChen 30 und 
15 100 Mikrometernals vergrabene Halbleiterchips aufweisen und 
sind durch eine abdeckende aufiere Kunststof f lage vor Bescha- 
digungen gesichert. 



20 



25 



Ein Multichipmodul kann zusatzlich auf seiner Oberseite 
und/oder seiner Unterseite Aufienkontaktf lachen aufweisen, die 
rait einer (lbergeordneten Schaltungsplatine elektrisch verbun- 
den werden konnen oder auf die Aufienkontakte in Form von Lot- 
ballen oder LothScker aufgebracht sind. Grundsatzlich besteht 
auch die Moglichkeit, dass rait der neuen Technik ein Multi- 
chip auf seiner Oberseite Halbleiterchips aufweist, die mit 
£h ihren spitzkegeligen AuBenkontakten die oberste Kunststof f la- 

ge durchdringen und Durchkontakt zu einer darunter liegenden 
vergrabenen Leiterbahnlage bilden. Auch in dieser Ausftih- 
rungsform der Erfindung kann auf vorher vorbereitete Durch- 
kontakte durch eine Kunststof f lage zu der vergrabenen Leiter- 
bahnlage verzichtet werden, da die spitzkegeligen Aufienkon- 
takte beim Durchdringen der obersten Kunststof f lage Durchkon- 
takte ausbilden. 



30 
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m einer weiteren MsfOhrungsform der srfindung k.» W- 
tl = h i pm odul .«f seiner Oberseite zusatzlich passive Bau.le- 
m ente aufweiaen. die dann dber geaonderte Durch.onta.cn. a 
d.r obersten Kunatstof f lage ait einer der vergrabenen L.l«r- 
bahnlagen Oder doer DurohfcontaKte durcn ».hr.re K^etatoffla- 
gen mit den AuS.ntontaKf lacnen auf der Onters.rte des Malt,- 
chipmoduls verbunden sind. 

Sine weitere AnwendungsmSglichkeit der erf indungsgemaiien Ge- 
hausepackung besteht darin elektronische Bauteile mit einer 
Hohlgehausepackung zu schaffen, wcbei diese Hohlgehausepak- 
k ung sowohl die Kunststof f lagen, die vergrabene Leiterbahnla- 
ge als auch den mindestens einen Halbl.it- rehip nd.t spxtzke- 
geligen Kontakten aufweist. Die Kunststofflage, die sich un- 
mittelbar an den Halbleiterchip anschlielit und durch welche 
die spitzkegeligen Aullenkontakte hindurchragen, bildet dabex 
einen Rahxnen des Hohlgehauses aus und weist innerhalb des- 
Rahmans eine Vertiefung auf. Da*u 1st diese Kunststofflage, 
?0 durch welche die spitzkegeligen AuBenkontakte des Halblexter- 
chips hindurchdringen, eine S trukturierte Kunststofflage. Ex- 
ne weitere Kunststof f lage kann eine Abdeckung der Vertiefiun- 
gen bilden und dabei Durchkontakte aufweisen, die mit den 
spitzkegeligen Aufienkontakten des Halbleiterchips elektrisch 
25 verbunden sind- 

i m einfachsten Fall der Realisierung einer Hohlgehausepackung 
mit Hilfo des .rfindungs^an Aufbaus b..fht. die Hohlge- 
nausepackung lediglich aus zwei Kunststof £ lagen. Dabei bxldet 
30 eine den Hohlgehauserahmen mit durchdrungenen spitzkegeligen 
Aufienkontakteh des Halbleiterchips und eine weitere Kunst- 
stofflage dient der Abdeckung des Hohlgehauses beziehungswex- 
se der Vertiefung, die von dem Rahmen umgeben ist. In dxeser 
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* ™d 6 r Erfindung bildet der Halbleiterchip eine 
Ausfiihrungsform der Erfmaung vort eil- 
2Weit e Abdeokung d^ Honigeh^sepaokung so das » vor 
ha £ter Weise unmittelbarer Zugriff zu e.ner Obersexte des 
H^leitercbips bested, *-it Be—gssensoren rea^- 
5 bar sind. 

pie Hohl g ah.aaapa=,cu„ g Kann auch da 2 u dienan, — ™»" 
r^lisieren. Dazu to die a b dac*anda K~.ttt.ffl*. ern. 
„ raia Or f „ g n g au,„aiaan, d.rc* dia aiae v«™ - «~ 
10 „sdru=* ^ » DrucKau.tausch ^ a- ^ 

Senacrchip abar dan g a D iida«n **l»u. «•=• Farnar 

kann „!. arfindun g . g a«a. H=hi g an*u S apac,un g auch .Is ^ht 
s9 „ s »r g ah auS a od.r .c„ip!camera g ah a u=a dianan, wenn dia abdak 

15 glas, hergestellt ist, so dass erne Belxchtung 

Lmps n^ich wird. Darker hinaus kann die HohXgeHaus.- 
packung auch als Gassensorgenause dienen, wobex dxe abdeCen 
de Kuns tSt offlage eine zentraie Offnung m Gas™ eb auf 
weist. Zur Realisierung von MikrokopfhOrern und/oder von Mi 

20 kropbonen kann die HoMgebausepackung als Schallsensor ausge- 
Ldet sein, wobei die Abdeckung eine zentrale 0~ zur 
Schallaufnahme Oder Schallabgabe aufweist. 



25 



30 



m das Durchdrinnen dar spitzKa g ali g en Auaankantakta daa 
Halnlairerchips durcn aine Kunatarof £ la,a zu 

.nindaatan, .in. Kunststof fla g = •»» vorvamatztan Kunat 

.«,« vor g *sahan, dar .»« na=h« Sg lic:h durcn rn.rmzach . Ba- 
ha „dlnn g in ain. varnatzta and d-lt ,a*a rt .ta Kunats««la g . 
0b«*h*. E ina dararti g e vorvarnatzta Kun St *o«la g a *ann 
Glasfasarn odar Kohl.f asarver.Mrkun g an aufwaisan. . di. 
rar^tabili^ dar buutolfl.,. zu 

Si. ai g antlicha Varn.rz U n g und ■ AualUrtun, nosh nrcM . arf ol g «: 



ist . 
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Die Erfindung bezieht sich nicht nur auf Einzelbauteile son- 
dern auch auf Nutzen, die mehrere Bauteilpositionen aufwei- 
sen, wobei der Nutzen mehrere Kunststof f lagen und mindestens 
5 eine vergrabene Leiterbahnlage aufweist und wobei jede Bau- 
teilposition mindestens einen Halbleiterchip mit auf einer 
Aufienseite verteilten spitzkegeligen AuBenkontakten aufweist. 
Die spitzkegeligen Aulienkontakte in dem Nutzen durchdringen 
eine der Kunststof f lagen und bilden Durchkontakte zu der ver- 
10 grabenen Leiterbahnlage. Ein derartiger Nutzen hat den Vor- 
teil> dass gleichzeitig und parallel samtliche Verfahrens- 
schritte fur mehrere eiektronische Bauteile in den mehreren . 
im Bauteilpositionen durchgefuhrt werden konnen und dient auch 

. als Handelsware, da mit dem fertigen Nutzen eine Vielzahl von 
15 Bauteilen an den Zwischenkunden geliefert werden konnen, die 
erst nach erf olgreichem Funktionstest und nach erfolgreichem 
Transport zu Einzelbauteilen getrennt werden. 

In dem Nutzen kann jede Bauteilposition ein Multichipmodul 
20 mit mehreren vergrabenen Leiterbahnlagen und mit mehreren 

Halbleiterchips, die spit zkegelige Aulienkontakte aufweisen, 
besitzen. Die spitzkegeligen Aufienkontakte der Halbleiter- 
chips konnen in dem Nutzen unterschiedliche Kunststof f lagen 
durchdringen und als Durchkontakte zu unterschiedlichen ver- 
25 . grabenen Leiterbahnlagen dienen. Dartiber hinaus kann der Nut- 
' 2 en auch vergrabene Halbleiterchips aufweisen, die gedunnte 

Halbleiterchips mit. einer Dicke zwischen 30 und 100 Mikrome- 
terii sein- konnen- Somit lasst. sich der Nutzen. auSerst flach 
darsteilen und kann als dunne Platte ausgeliefert werden. 



30 



Auf der oberseite des Nutzens kSnnen in jeder Bauteilposition 
zusatzl.iche Halbleiterchips angeordnet sein, die mit ihren. 
spitzkegeligen Aufienkontakten die oberste Kunststof flage des 
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Nutzens durchdringen und Durchkontakt zu einer vergrabenen 
Leiterbahnlage bilden Oder mit Durchkontakten verbunden sind, 
welche durch die ubrigen Kunststoff lagen bis hin zu Aufienkon- 
taktflachen auf der Unterseite des Nutzens dringen. Auch kann 
5 der Nutzen bereits alle passiven Bauelemente eines Multichip- 
moduls in jeder der Bauteilpositionen tragen, so dass der 
Nutzen nicht vom Abnehmer erst bestttckt werden muss. Derarti- 
ge passive Bauelemente kdnnen mit einer der vergrabenen Lei- 
terbahnen iiber entsprechend vorgesehene Durchkontakte in den 
10 Kunststofflagen verbunden sein oder auch mit Durchkontakt en, 
die durch samtliche Kunststofflagen durchgehen und mit den 
AuBenkontaktflachen auf der Unterseite des Nutzens verbunden 
sind. . . 

15 Ein derartiger Nutzen kann auch in jeder der Bauteilpositio- 
nen eine Hohlgehausepackung aufweisen, die einerseits eine 
Kunststoff lage aufweist, die in jeder Bauteilposition eine 
Vertiefung fUr eine Hohlgehausepackung aufweist und die der- 
art strukturiert ist, dass sie in jeder Bauteilposition den 

20 Rahmen der Hohlgehausepackung bildet . Dabei weist die Hohlge- 
hausepackung. in jeder Bauteilposition mindestens eine vergra- 
bene Leiterbahnlage und mindestens einen Halbleiterchip auf, 
der mit seinen spitzkegeligen AuBenkontakten die rahmenbil- 
dende Kunststoff lage durchdiringt und mit der vergrabenen Lei- 

25 terbahnlage Durchkontakt bildet- Bine weitere Kunststoff lage 
kann als Abdeckung mit Durchkontakten versehen sein, um die 
Hohlgehausepackung abzuschlieBen. 

Die Kunststofflagen, die fur ein Durchdringen von spitzkege- 
30 ligen AuQenkontakten eines Halbleiterchips yorgesehen sind, 

kSnnen vorvernetzbare Kunststofflagen aufweisen, was den Vor- 
teil hat, dass die vorvernetzbaren Kunststofflagen erst nach 
Durchdringen der spitzkegeligen AuBenkontakte des Halbleiter- 
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chip in eineia thermischen Prozess zu geharteten Kunststoff la- 
gen Oder Duroplasten vernetzt warden. Dabei kannen insbeson- 
dere die vorvernetzbaren Kunststof f lagen, ■ sogenannte "pre- 
packs" Glasfasern oder Kohlff aserverstarkungen aufweisen, urn 
.5 auch im vorvernetzten Zustand eine begrenzte Formstabilitat 
zu gewahrleisten- 

Ein Verfahren zur Herstellung mindestens eines elektronischen 
Bauteils mit einer Gehausepackung aus mehreren Kunststof fla- 
10 gen mit mindestens einer vergrabenen Leiterbahnlage und min- 
destens einem Halbleiterchip, der auf einer Aufienseite ver- 
teilt spitzkegeiige AuBenkontakte aufweist, weist folgende 
^ Verfahrensschritte auf: . 

15 ^Zunachst wird ein Schaltungstrager mit Auftenkontaktf lichen 
auf der Unterseite des Schaltungstr£gers und mit einer Lei- 
terbahnlage auf der Oberseite des Schaltungstragers herge- 
stellt, wobei die Auftenkontaktf lachen und die Leiterbahnlage 
Uber Durchkontakte durch den Schaltungstrager elektrisch ver- 
20 bunden werden. Unabh&ngig von dem Herstellen eines Schal- 
tungstragers konnen Halbleiterchips mit spitzkegeligen Aufien- 
kontakten auf Halbleiterwaf ern hergestellt werden, urn sie 
nach dem Auftrennen des Halbleiterwaf ers zu einzelnen Halb- 
leiterchips mit spitzkegeligen Aufienkontakten ftir die Her- 
25 stellung eines elektronischen Bauteils mit einer Gehausepak- 
" 4 M^" kung zu verwenden. 

Auf den Schaltungstrager beziehungsweise auf die Leiterbahn- 
lage auf der Oberseite des .Schaltungstragers wird eine vor- 
30 vernetzte Kunststof flage aufgebracht. Diese vorvernetzte 

Kunststoff lage kann in einen z&hviskosen Zustand Uberftthrt 
werden, so dass in vorteilhaf ter Weise bei minimaler Druckbe- 
lastung die Halbleiterchips auf die vorvernetzte Kunststof f- 
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lage aufgebracht werden kflnnen. Dabei durchdringen die spitz- 
kegeligen Aullenkontakte mindestens eines Halbleiterchips die 
vorvernetzte Kunststof f lage bis sie Durchkontakte zu der Lei- 
terbahnlage auf der Oberseite des Schaltungstr^gers bilden 
und sich der Halbieiterchip selbst in die vorvernetzte Kunst- 
stof f lage einpragt. 

In eiriem weiteren Schritt wird die vorvernetzte Kunststof f la- 
ge zu einer Kunststof f lage ausgehartet und vernetzt- Nach 
diesem Arbeit sschritt kann der Funktionstest des elektroni- 
schen Bauteils uber die Aufcenkontaktf lachen des. Schaltungs- 
trSgers durchgef iihrt werden. Dieses Verfahren hat den Vor- 
teil, class sich aufierst kostengttnstig elektronische Bauteile 
herstellen lassen, zumal jeder Drahtbondvorgang entf a lit . Ge- 
15 gemiber einer Flip-Chip-Technologie, die auch ohne Drahtbon- 
den auskonnut, hat dieses Verfahren den Vorteil, dafi> die Au- 
ftenkontakte eines Halbleiterchips nicht nachtrfcglich und ko- 
stenintensiv in eine sogenannte "Underf ill-Schicht" eingebet- 
tet werden mussen, da die spitz kegeligen Au&enkontakte des 
20 Halbleiterchips eine vorvernetzte- Kunststof f lage durchdringen 
und mit . einer vergrabenen Leiterbahnlage Kontakt aufnehmen, 
wobei der Halbieiterchip gleichzeitig in diese Kunststof f lage 
eingepragt wird. 

25 Vor dem Ausharten und Vernetzen der vorvernetzten Kunststof f- 
lage kann eine weitere vorvernetzte Kunststof f lage auf dem 
Halbieiterchip aufgebracht werden. Diese Kunststof f lage deckt 
den Halbieiterchip ab und geschtitzt ihn vor mechanischer Be- 
schadigung. Daraus ergibt sich eine Gehausepackung aus mehre- 

30 ren Kunststof flagen rait einem vergrabenen Halbieiterchip - 

Auf dem Schaltungstrager konnen.mehrere Folgen von Leiter- 
bahnlagen und Kunststof flagen mit Durchkontakten und einge- 
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betteten Halbleiterchips aufgebracht werden, wobei die spitz- 
kegeligen AuBenkontakte der Halbleiterchips jeweils eine der 
Kunststofflagen durchdringen und damit Durchkontakte zu einer 
der vergrabenen Leiterbahnlagen bilden, so dass ein Multi- 
chipmodul ent stent, das selbst auf seiner obersten Kunst- 
stofflage noch obere Leiterbahnlagen aufweisen kann, die mit 
Halbleiterchips und/oder passiven Bauelementen bestttckt. wird. 

Diese vorbeschriebenen Verfahrensschritte konnen auch zur 
Herstellung eines Nutzens mit mehreren Bauteilpositionen zur 
Herstellung von mehreren elektronischen Bauteilen durchge- 
ftihrt werden, wobei der Nutzen bereits als Handelsprodukt 
verkauft werden kann. Von dem jeweiligen Abnehmer wird er ab- 
schliefiend zu einzelnen elektronischen Bauteilen aufgetrennt. 
15 Die Herstellung und der Versand eines Nutzens haben den Vor- 
teil, dass f unktionstttchtig getestete Bauteile des Nutzens 
gekennzeichnet sind, so dass nur geprttfte Bauteile dem Nutzen 
vom Abnehmer entnommen werden. 

20 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kontaktf lachen 
von Halbleiterchips mit spitzkegeligen Aufienkontakten verse- 
• hen werden. Diese spitzkegeligen Auftenkontakte werden zur 
Kontaktierung durch eine Kunststof f lage hindurch gepresst. 
Auf der dem Halbleiterchip gegemiberliegenden Seite der 

25 Kunststof f lage treffen die spitzkegeligen AuBenkontakte auf 
eine Metallisierung eines SchaltungstrSgers, mit dem ein 
elektrischer Kontakt gebildet wird. Mit dieser Technik konnen 
auch elektronische Bauteile realisiert werden, die neben ver- 
grabenen Leiterbahnlagen auch vergrabene Halbleiterchips auf- 

30 weisen, indem mindestens eine weitere Kunststof f lage ilber dem 
Halbleiterchips angeordnet wird. 
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Der erfindungsgemafie Gegenstand und das erf indungsgemSAe Ver^ 
fahren haben folgende Vorteile: 

1 Ein kostengunstiges Einlaminieren von Chips zwischen Ge- 
hausepackungen in Form von Kunststof f lagen wird ohne 
aufwendige Durchkontakttechnik erreicht. 

2 ■ Es konnen Gehausepaokungen analog zu Flip-Chip- Packungen 
' realisiert werden, ohne die Notwendigkeit von sogenann- 

ten "Underfill-Schichten". 

3 Ea k5nnen sehr flache Bauhohen realisiert werden, zumal 
die Kontaktierung praktisch nicht zur Bauhohe beitragt. 
Durch ultradunne Halbleiterchips, die ihrerseits eine 
verbesserte Flexibility aufweisen, 1st eine Einlagerung 

■ dieser Halbleiterchips zwischen Substratlagen moglich, 
was die BauhShe dadurch minimiert, dass die AuJienkontak- 
te nicht die BauteilhOhe beeintrachtigen, weil die 
spitzkegeligen Aulienkontakte in der Kunststof flage des 
Substrats verschwinden konnen. 
4. ' Es ist die Realisierung einer flachen Hohlgehausepackung 
moglich, indem die Kombination- der erf indungsgemafien 
Verdrahtung des Halbleiterchips durch seine spitzkegeli- 
gen Kontakte mit Vertiefungen in einer Kunststof flage 
• kombiniert werden konnen. Derartige Gehause mit einem 
flachen Hohlraum. der die aktive Halbleiteroberf lache 
umgibt, kann insbesondere in der Sensorik bei Druck- und 
Gassensoren eingesetzt werden, "in der Akustik bei der 
Herstellung von Mikrophonen, KopfhOrern und Horgeraten, 
in der Optik fur Chipkameras und Leuchtdioden sowie in 
der Filtertechnik far Hochf requenzf ilter im Mobilfunk. 
5. Es konnen komplexe Multichipmodule mit der erf indungsge- 
30 mafien Technik realisiert werden, die auf beiden Seiten, 

namlich auf der Oberseite und/oder der unterseite Kon- 
takte aufweisen konnen und die mit zusatzlichen Halblei- 



20 



25 
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terchips und/oder passiven Bauelementen auf. ihrer Ober- 
oder/und Unterseite bestuckt sein konnen.. 

6. Es lassen sich mit der erf indungsgemaJien Technik auch 
flachleiterfreie Gehausepackungen mit entsprechenden Um- 

5 verdrahtungsebenen darstellen. 

7. Die durch das Einpressen der spitzkegeligen Kontakte in 
eine Kunststof f lage entstehenden Kontakte sind derart 
zuverlassig, dass sie in Anwendungen der "High Perfor- 
mancevergrabe" , wie zum Beispiel in der Hochf requenz- 

10 technik eingesetzt werden k5nnen. 

im Fall, dass eine Montage eines Nutzens vorgesehen ist, kann 
\A dieser Nutzen im Standard PCB-Format 18" x 24" ausgefuhrt 

S ein. Fur eine Oberf lachenmontage kann der PCB-Nutzen in meh- 
15 rere Montagenutzen vereinzelt werden und einer derartigen 

Oberf lachenmontage kann durch anschlieflendes Singulieren mit- 
tels Sagen oder Brechen das finale elektronische Bauteil mit 
einer Gehausepackung erzeugt werden. 

20 Zum Ausbilden zuverlassiger elektrischer Kontakte zwischen 

den spitzkegeligen AuBenkontakten und der vergrabenen Leiter- 
bahnschicht, kann beim Ausharten der vorvernetzten Kunst- 
stofflagen eine zusatzliche Warmebehandlung eventuell gleich- 
zeitig unter Drue k auf die. Gesamtgehauseverpackung durehge- 

25 ftihrt werden. 



Die Erf inching wird nun anhand von Ausf uhrungsbeispielen mit 
Bezug .auf die beigeftigten Figuren naher erlautert. 

30 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer ersten Ausfuhrungsf orm 
der Erfindung, 
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Figur 2 



5 Figur 3 



zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer zweiten Ausfuhrungsf orm 
der Erfindung, 

zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer dritten Ausf tihrungsf orm 
der Erfindung, 



¥4 



" Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
10 tronischen Bauteils einer vierten Ausf Qhrungsf orm 

der Erfindung, 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elek- 
tronischen Bauteils einer ftinften Ausf Uhrungs form 
15 der Erfindung f 



20 



Figuren 

6 bis 12 zeigeh schematische Querschnitte durch Komponenten 
eines Nutzens nach Verf ahrensschritten zur Herstel- 
lung eines elektronischen Bauteils gemafi der ersten 
Ausf Uhrungs form der Erfindung, 



. Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager eines Nutzens mit einer Leiter- 
25 bahnlage auf seiner Oberseite, mit AuJlenkontaktf la- 

chen auf seiner Unterseite und mit Durchkontakten ; 
zu den Au&enkontaktf lachen in einer Bauteilposition 
des Nutzens. 



30 Figur 7 



zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager eines Nutzens nach Aufbringen ei- 
ner vorvernetzten Kunststof f lage auf die Oberseite 
des Schaltungstragers, 
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Figur. 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip mit spitzkegeligen Auflenkontakten 
nach einem Ausrichten in einer Bauteilposition des 
Nutzens, 

Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch- eine 

Bauteilposition eines Nutzens nach Durchdringen der 
vorvernetzten Kunststof f lage mit den spitzkegeligen 
AuJJenkontakten des Halbleiterchips und nach Kontak- 
tieren der spitzkegeligen Aufienkontakte mit einer 
vergrabenen Leiterbahnlage, 

' Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
15 weitere vorvernetzte oberste Kunststof f lage eines 

Nutzens nach einem Positionieren iiber einer Bau- 
teilposition mit Halbleiterchip, 



10 



20 



Figur. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen nach Aufbringen der weiteren vorvernetzten 
obersten Kunststof f lage und Ausharten der Kunst- 
stoffiagen des Nutzens unter elektrischem Verbinden 
der spitzkegeligen AuBenkontakte des Halbleiter- 
chips mit der vergrabenen Leiterbahnlage, 



25 



. Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

' elektronisches Bauteil nach dem Trennen des Nutzens 

in einzelne elektronische Bauteile. 

30 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer ersten Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung. Das Bezugszeichen 2 kennzeichnet eine' Gehausepackung, 
die sich aus drei Kunststof flagen 3 zusammensetzt . Zwischen 
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den Kunststofflagen 3 1st mindestens eine vergrabene Leiter- 
bahnlage 4 angeordnet. Diese Leiterbahnlage 4 liegt auf der 
Oberseite 27 eines Schaltungstragers 26, der die Gehausepak- 
kung tragt . 

Der schaltungstrager 26 dieser Ausfuhrungsf orm der Erfindung 
weist eine Kunststof f lage 3 auf, auf deren Oberseite 27 die 
vergrabene Leiterbahnlage angeordnet 1st und die iiber Durch- 
kontakte 8 mit auf der Unterseite 28 des Schaltungstragers 26 
angeordneten Aufienkontaktf lachen 14 elektrisch verbunden ist. 
Auf ' den AuAenkontaktf lachen. 17 sind in dieser ersten Ausf Uh- 
rungsform der Erfindung Au&enkontaktballe 2S des elektroni- 
schen Bauteils 1 angeordnet. 

15 Das Bezugszeichen 22 kennzeichnet einen vorvernetzbaren . 
Kunststoff einer Kunststof f lage 3 auf dem Schaltungstrager 
26, der von spitzkegeligen Aufienkontakten 7 eines Halbleiter- 
chips 5 durchdrungen ist, die mit ihren Kegelspitzen elektri- 
sche Verbindungen zu der vergrabenen Leiterbahnlage 4 her- 
20 stellen. Der Halbleiterchip 5 ist mit seiner Aufienseite 6, 
welche die spitzkegeligen Auiienkontakte 7 aufweist, in die 
Kunststoff lage 3 aus vorvernetztem Kunststoff 22 eingepragt. 
Die Gehausepackung 2 wird von einer obersten Kunststof f lage 
15 abgeschlossen, die ebenf alls aus einem vorvernetzten 
25 Kunststoff 22 besteht und eine Rtickseite 30 des Halbleiter- 

chips 5 abdeckt> so dass der Halbleiterchip 5 ein vergrabener 
Halbleiterchip 10 ist. 



30 



Die Gehausepackung 2 aus den drei Kunststofflagen 3 mit der 
einen vergrabenen Leiterbahnstruktur 4 kann nicht nur aufterst 
preisvert hergestellt sondern auch sehr kompakt und somit mit 
aufierst gering'er Bauhohe realisiert werden, insbesondere 
dann, wenn der Halbleiterchip 5 ein gedttnnter Halbleiterchip 
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11 1st, der eine Dicke zwischen 30 bis 100 Mikrometer auf- 
weist und in Extremfallen eine Dicke unter 30 Mikrometern 
einnehmen kann. Somit kann die gesamte Bauteilhohe, die sich 
aus den Schichtdicken der drei Kunststof f lagen im wesentli- 
chen ergibt, zwischen der Unterssite 12 und der Oberseite 13 
zwischen 100 und 500 Mikrometern liegen. 

Figur 2 zeigt ainen schematisChen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Figur 1 wer- 
den mit gleichen Bezugszeichen gekehnzeichnet und nicht extra 
erortert. 



Die zweite Ausfuhrungsform der Erfindung stellt ein Multi- 
15 chipmodul im schematischen Querschnitt dar, das in dieser 
Ausfuhrungsform und in diesem Querschnitt drei Halbleiter- 
chips 31, 32 und 33 aufweist, die in unterschiedlichen Lagen 
in oder auf der Gehausepackung 2 des Multichipmoduls 9 ange- 
ordnet sind. Zwischen drei Kunststof f lagen 3 sind in dieser 
20- Ausfuhrungsform der Erfindung zwei vergrabene Leiterbahnlagen 
34 und 35 angeordnet. Der Schaltungstrager 26 ist in dieser 
Ausfuhrungsform der Erfindung ebenfalls aus einem vorvernetz- 
baren Kunststof f 22 hergestellt, so dass der Halbleiterchip 
31 mit seiner passiven Ruckseite 30 in den vorvemetzten 
25 Kunststof f 22 eingepragt werden kann, bevor eine vbllstandige 
,f0 Vernetzung der Kunststof f lagen 3 durchgefiihrt wird. 

Die aktive Oberseite des Halbleiterchips 31 weist spitzkege- 
lige Aufienkontakte 7 auf, die als Durchkontakte 8 die mittle- 
30 re Kunststof f lage 3 des Multichipmoduls durchdringen und mit 
• der Leiterbahnlage 35 zwischen den obersten beiden Kunst- 
stof f lagen verbunden sind. Der Halbleiterchip 32 ist als ver- 
grabener Halbleiterchip 10 analog zur ersten Ausfuhrungsform 
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der Erfindung angeordnet und kontaktiert die untere Leiter- 
bahnlage 35 der vergrabenen Leiterbahnlagen 4, wobei seine 
spitzkegeligen AuJienkontakte ebenfalls die mittlere Kunst- 
stofflage der Gehausepackung 2 durchdringen. Der dritte Halb- 
5 leiterchip 33 ist bei diesem Multichipmodul 9 auf dessen 

Oberseite 13 angeordnet und durchdringt mit seinen spitzkege- 
ligen Aufienkontakten 7 die oberste Kunststof f lage 15 des Mul- 
tichipmodul 3 . 

10 Das Multichipmodul kann sowohl mit weiteren Halbleiterchips 5 
als aucti mit passiven Bauelementen 16 auf seiner Oberseite 13 
bestackt sein, wahrend seine Unterseite 12 Aufienkontaktf la- 
chen 14 aufweist, die mit nicht gezeigten Auiienkontaktballen 
ausgestattet sein konnen. Die passiven Bauelemente 16 konnen 
15 sowohl mit ihren Elektroden fiber Durchkontakte mit den ein- 

zelnen vergrabenen Leiterbahnlagen 34 oder 35 als auch direkt 
mit den AuBenkontaktf lachen 8 verbunden sein. Ein derartiges 
erfindungsgemafies elektronisches Bauteil 1 zeichnet sich da- 
durch aus, dass keinerlei Bondverbindungen vorzusehen sind 
20 und auch die vorzubereitenden Durchkontakte in den einzelnen 
Kunststofflagen 3 minimiert werden konnen, zumal die spitzke- 
geligen Aulienkontakte 7 der Halbleiterchips unmittelbar 
Durchkontakte 8 durch^die einzelnen Kunststofflagen 3 bilden. 

25 Die Figuren 3 bis 5 zeigen Sonderformen der elektronischen 
|) Bauteile, wie sie insbesondere in der Sensorik, der Akustik, 

der Optik oder in der Filtertechnik, beispielsweise far Hoch- 
frequenzfilter und fur die Mobilfunktechnik vorgesehen werden 
kttnnen. Dabei ist alien drei Ausfiihrungsformen gemeinsam, 
30 dass sie eine Hohlgehausepackung realisieren. Komponenten der 
Figuren 3 bis 5, welche gleiche Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren aufweisen, werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekennzeichnet und nicht extra erortert. 
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Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer drlttcn Au««hrtngafnm der Erfin- 
dung, womit eine erste Hohlgehausepackung 17 realisiert wird, 
5 die einen SuBerst flachen Hohlraum 36 aufweist. Die Gehause- 
packung 2 dieser Hohlraumgehausepackung 17 weist im wesentli- 
chen zwei Kunststof f lagen auf. Einerseits eine strukturierte 
Kunststofflage 37,. die den Rahmen 19 far die Hohlraumgehause- 
packung bildet, wobei der Rahmen 19 von spitzkegeligen Auflen- 
10. kontakten 7 des Halbleiterchips 5 durchdrungen wird. Der 

Halbleiterchip 5 bildet gleichzeitig mit einer seiner Ober- 
flachen die Oberseite 13 des elektrcnischen Bauteils 1. 

Die Vertiefung^ in der strukturierten Kunststofflage 37 
15 wird durch eine geschlossene Kunststofflage in Form einer Ab- 
deckung 18 abgedeckt, die ahnliche Funktionen aufweist wie _ 
der Schaltungstrager 26 in den vorhergehenden Ausfuhrungsbei- 
spielen, denn die Abdeckung 18 tragt gleichzeitig eine ver- 
grabene Leiterbahnlage 4, welche uber Durchkontakte 8 mit Au- 
20 fienkontaktflachen 14 auf der Abdeckung 18 in Verbindung 

steht.-Eine derartige Hohlraumgehausepackung 17, wie sie in 
Figur 3 gezeigt wird, kann fur Kontaktsensoren eingesetzt 
werden, wie sie in Notebooks, Rechnern oder Bankomaten vorge- 
sehen sind, zumal eine Oberseite des Halbleiterchips 5 
25 gleichzeitig die Oberseite 13 des Sensors bildet, wahrend die 
Abschirmung 18 des -Hohlraumes 36 die Unterseite 12 dieser 
Hohlraumgehausepackung aufweist. 



30 



Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektro- 
nischen Bauteils 1 einer vierten Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung. Diese vierte Ausfuhrungsf orm der Erfindung unterschei- 
det sich von der dritten Ausfuhrungsf orm der Erfindung nach 
Figur 3 dadurch, dass der Halbleiterchip 5 als vergrabener 
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Halbleiterchip 10 ausgebildet 1st, indem eine obere Kunst- 
stof flage 15 den Halbleiterchip 5 abdeckt und gleichzeitig 
vor Beriihrung schiitzt. Ein derartiges elektronisches Bauteil 
mit flachem Hohlraum 36 kann insbesondere fur prazise Hoch- 
5 frequenzfilter eingesetzt werden, wobei die Filterstruktur 
auf der aktiven Oberseite 6 des Halbleiterchips. 5 angeordnet 
1st und tiber die spitzkegeligen AuBenkontakte 7 des Halblei- 
terchips 5 mit Durchkontakten 8 durch die Abdeckung 18 der 
Hohlraumgehausepackung 17 mit AuBenkontaktf lachen 14 auf der 
10 Unterseite 12 der Gehausepackung 2 verbunden ist. ,In dieser 

vierten Ausf tihrungsf orm der Erfindung besteht die- Gehausepak- 
kung aus drei Kunststof f lagen 3 mit einer vergrabenen Leiter- 
£L . bahnlage 4, wahrend die Gehausepackung 2 in der dritten Aus- 

f ahrungsf orm der Erfindung lediglich zwei Kunststof f lagen 3 
15 mit dazwischenliegender vergrabener Leiterbahnlage 4 auf - 
weist. 

Figur 5 zeigt einen schematischen . Querschnitt eines elektro- 
nisehen Bauteils 1 einer ftlnften Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
. 20 dung. Diese fiinfte Ausfuhrungsf orm der Erfindung unterschei- 
det sich von der vierten Ausfuhrungsf orm dadureh, dass die 
Abdeckung 18 eine zentrale Offnung 21 zum Hohlraum 36 auf- 
weist. Diese zentrale Sffnung dient der Gaskopplung bei- 
spielsweise eines Gassensors oder kann . auch der Schallkopp- 
, 25 lung eines Schallsensors , wie eines Mikrophons oder eines Mi- 
krohorers dienen. 

Figuren 6 bis 12 zeigen schematische Querschnitte durch Kom- 
ponenten eines Nutzens 24 nach einzelnen Verf ahrensschritten 
30 zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 1 gemaJi.der er- 
sten Ausfiihrungsf orm der Erfindung. Komponenten der Figuren 6 
bis 12, die gleiche Funktionen wie in den vorhergehenden Fi- 
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guren erfUllen, werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet . 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager 26 eines Nutzens 24 mit einer Leiterbahnlage 
4 auf seiner Oberseite 27, mit Aufienkontaktf lachen 14 auf 
seiner Unterseite 28 und mit Durchkontakten 8 zu den AuBen- 
kontakten 14 in einer Bauteilposition 23. Ein derartiger 
Schaltungstrager 26 kann zur Verstarkung der Formstabilitat 
mit Glasfasern oder Kohlenstof f-Fasern verstarkt sein. Die 
punktierten Linien 38 kennzeichnen die.Grenzen einer Bauteil- 
position 23 des Nutzens 24. Der Schaltungstrager kann bereits 
.(jL aus vernetztem Kunststoff bestehen und auf seiner Oberseite 

eine strukturierte Kupf erschicht als Leiterbahnlage 4 aufwei- 
15 sen. Diese Leiterbahnlage 4 ist tiber Durchkontakte 8 aus Kup- 
fer oder einer Kupf erlegierung mit Aulienkontaktf lachen 14 
verbunden, die auf der Unterseite 28 des Schaltungstragers 26 
vorgesehen sind. 

20 Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Schaltungstrager 2 6 eines Nutzens 24 nach Aufbringen einer 
vorvernetzten Kunststoff lage 22 auf die Oberseite 27 des 
Schaltungstragers 26. Eine derartige vorvernetzte Kunststoff - 
lage 22 ist im Verhaltnis zum bereits vernetzten und ausge- 
25 harteten Kunststoff des Schaltungstragers 2 6 relativ weich 
/.£ und kann folglich ohne Aufwand allzu grofcer Krafte verformt 

werden. Diese Verformbarkeit eines vorvernetzten Kunststoff s 
wird in dem nachsten Schritt, der mit den Figuren 8 und 9 ge- 
. zeigt wird, verwendet, urn die Herstellungskosten von elektro- 
30 nischen Bauteilen zu vermindern. 

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Halbleiterchip 5 oder einen gediinnten Halbleiterchip 11 mit 
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spitzkegeligen Aufienkontakten 7 nach einem Ausrichten des 
Halbleiterchips 5,11 ilber einer Bauteilposition 23 des Nut- 
zens 24. Dieser Halbleiterchip 5, 11 ist mit seinen spitzke- 
geligen Aufienkontakten 7 ilber der Kunststof f lage 3 aus vor- 
vernetztem Kunststoff 22 angeordnet und wird nach der Posi- 
tionierung, die in Figur 8 gezeigt wird, in Figur 9 die 
Kunststofflage 3 mit seinen spitzkegeligen Aufienkontakten 
durchdringen. 

Figur 9 zeigt einen s enema t is chen Querschnitt durch eine Bau- 
teilposition ~23 eines Nutzens 24 nach Durchdringen der vor- 
vernetzten Kunststofflage 22 mit den spitzkegeligen Aufienkon- 
takten des Halbleiterchips 5, 11 und nach Kontaktieren der 
spitzkegeligen Aufienkontakte 7 des Halbleiterchips 5, 11 mit 
15 einer vergrabenen Leiterbahnlage 4. Durch das Aufbringen der 
vorvernetzbaren Kunststofflage 22 in Figur 7 wird die ur- 
sprunglich auf der Oberseite 27 des Schaltungstragers 26 an- 
geordnete Leiterbahnlage zu einer vergrabenen Leiterbahnlage 
4. In Figur 9 wird diese vergrabene Leiterbahnlage 4 nach 
Durchdringen der Kunststofflage 3 mit Hilfe der spitzkegeli- 
gen Aufienkontakte 7 des Halbleiterchips 5 mit dem Halbleiter- 
chip 5 kontaktiert. Dabei pragt sich die Aufienseite 6 des 
Halbleiterchips 5, welche die spitzkegeligen Aufienkontakte 7 
tragt, in die vorvernetzte Kunststofflage 22 ein. 



30 



Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine 
weitere vorvernetzte oberste Kunststofflage 15 eines Nutzens 
24 nach einem Positionieren tiber einer Bauteilposition 23 mit 
Halbleiterchip 5. Mit dieser obersten Kunststofflage 15 , die 
in Figur 10 positioniert wird, kann, " wie es die Figur 11 
zeigt, der Halbleiterchip 5 vollstandig abgedeckt werden. 
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Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 
Nutzen 24 nach Aufbringen der weiteren vorvernetzten obersten 
Kunststof flage 15 und Ausharten der Kunststof f lagen 15 und 22 
des Nutzens 24 unter elektrischem Verbinden der spitzkegeli- ■ 
gen AuGenkontakte 7 des Halbleiterchips 5 mit der vergrabenen 
Leiterbahnlage 4. Figur 11 zeigt somit das Ergebnis von zwei 
Verfahrensschritten, .namlich einmal dem Aufbringen der posi- 
tionierten obersten Kunststof flage 15 in Pf eilrichtung A, wie 
sie in Figur 10 gezeigf wird, auf den Nutzen 24 und zusatz- 
lich den weiteren Schritt des Aushartens und Vernetzens der 
Kunststofflagen 15 und 22 unter gleichzeitigem elektrischem 
Verbinden der Spitzen der spitzkegeligen Aufsenkontakte 7 zu 
L^. der vergrabenen Leiterbahnlage 4, so dass die spitzkegeligen 

FT" " Aufienkontakte 7 praktisch zu Durchkontakten 8 durch die mitt- 

15 lere der drei Kunststofflagen 3 werden. 

Mit dem in Figur 11 f ertiggestellten Nutzen werden gleichzei- 
. tig mehrere elektronische Bauteile in den Baute'ilpositionen 
23 des Nutzens hergestellt. Dazu kann der Nutzen in einem 

20 Standard-PCB-Fonnaf. von 18" x 24" auscjefvihrt s«?in. Fur eine 
Oberflachenmontage von zusatzlichen Bauteilen auf dem Nutzen 
kann der Nutzen in mehrere Montagenutzen vereinzelt werden 
und nach einer Oberflachenmontage von zusatzlichen Bauteilen 
kann ein Singulieren durch Sagen, Frasen oder durch Brechen 

25 des Nutzens zu einzelnen Multichipmodulen erfolgen. 



In der hier gezeigten Ausf tthrungs form wird jedoch ein einzel- 
nes elektronisches Bauteil 1 mit ledigiich einem einzelnen 
elektronischen Halbleiterchip 5, 11 ohne Bestuckung der Ober- 
30 seite 13 mit weiteren Bauteilen gezeigt, wie es der ersten 
Ausf uhrungsf orm der Erfindung entspricht. 
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Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
elektronisches Bauteil 1 nach dem Trennen des Nutzens 24 in 
einzelne elektronische Bauteile 1. Der schematische Quer- 
schnitt. wie er in Figur 12 gezeigt wird, entspricht somit 
dem schematischen Querschnitt, wie er bereits aus Figur 1 be- 
kannt ist. Die AuBenkontaktballe 29, die hier erst nach dem 
Vereinzeln der elektronischen Bauteile 1 gezeigt werden, kSn- 
nen. auch wahrend der Herstellung des Nutzens auf die Aufien- 
kontaktflachen 14 des Nutzens aufgebracht werden, bevor der 
Nutzen durch Sagen, FrSsen oder Brechen in einzelne elektro- 
nische Bauteile 1 getrennt wird. 
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Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 Gehausepackung 
5 3 Kunststof f lage 

4 vergrabene Leiterbahnlage 

5 Halbleiterchip 

6 AuBenseite des Halbleiterchips 

7 spitzkegelige AuJlenkontakte 
10 8 Durchkontakte 

9 Multichipmodul 

10 vergrabener Ha lb le iter chip 

11 gedtinnter Halbleiterchip . 
F5^ f ' 12 Unterseite 

15 13 Oberseite N 

14 Aufienkontaktf lichen 

15 oberste Kunststof f lage 

16 passive Baueleznente 

17 Hohlgehausepackung 
20 18 Abdeckung 

19 Rahmen 

20 transparente Kunsts-of f lage 

21 zentrale Offnung 

22 vorvernetzter Kunststoff 
25 23 Bauteilposition 

24 . Nutzen 

25 Vertiefung ' 

26 Schaltungstrager 

27 Oberseite des Schaltungstragers 
30 28 Unterseite des Schaltungstragers 

29 Aufcenkontaktballe des elektronischen Bauteils 

30 Ruckseite des Halbleiterchips 
31, 32 
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33 Halbleiterchips eines Multichipmoduls 

34, 35 vergrabene Leiterbahnlagen eines Multichipmoduls 

3 6 flacher Hohlraum 

37 strukturierte Kunststof f lage . 

38 punktierte Linie 



Datum 26.06.02 16:24 FAXG3 Nr: 538059 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 39 von 43) 



26-JUN-2002 15:37 SCHUEIGER 8. PARTNER +49 89 32199388 S. 28/43 

FIN 399 P/200205671 25 



10 



Patentanspriiche 

1." Elektronisches Bauteil mit einer Gehausepackung (2) aus 
raehreren Kunststof f lagen (3), mit mindestens einer ver- 
grabenen Leiterbahnlage (4) und mit mindestens einem 
Halbleiterchip (5), der auf einer AuBenseite <6) ver- 
teilte spitz kegelige Aufienkontakte (7) aufweist, wobei 
die spitzkegeligen Aufienkontakte (7) in der Gehausepak- 
kung (2) eine der Kunststof f lagen (3) durchdringen und 
Durchkontakte zu der vergrabenen Leiterbahnlage (4) bil- 
den . 



2. • Elektronisches Bauteil nach Anspruch l r 

dadurch gekennzeichnet, d a s s 

15 das elektronische Bauteil (1) ©in Multichipmodul (9) mit 

mehreren vergrabenen Leiterbahnlagen (4) und mehreren 
Halbleiterchips (5), die spitzkegelige Aufienkontakte (7) 
aufweisen, 1st, wobei die spitzkegeligen Aufienkontakte 
(7) der Halbleiterchips (5) in der Gehausepackung (2) 

20 unterschiedliche Kunststof f lagen (3) durchdringen uhd, 

Durchkontakte (8) zu unterschiedlichen vergrabenen Lei- 
terbahnlagen (4) bilden. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, dass 

das elektronische Bauteil (1) vergrabene Halbleiterchips 
(10) aufweist. 

4. Elektronisches Bauteil nach einem i der vorhergehenden An- 
30. sprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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das elektronische Bauteil (1) gedQnnte Halbleiterchips 
(11) mit einer Dicke zwischen 30 und 100 Mikrometern ala 
vergrabene Halbleiterchips (10) aufweisen. 

Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Muitichipmodul (9) auf der Unterseite (12) und/oder 
der Oberseite (13) Auiienkontaktf lachen (14) aufweist. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 2 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet , dass 
das Muitichipmodul (9) auf seiner Oberseite (13) Halb- 
leiterchips (5) aufweist, die mit ihren spitzkegeligen • 
Aulienkontakten (7) die oberste Kunststof f lage (15) 
15 durchdringen und Durchkontakte (8) zu einer vergrabenen 

Leiterbahnlage (4) bilden. 

7. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtiche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
20 das Muitichipmodul (9) auf seiner Oberseite (13) passive 

Bauelemente (16) aufweist, die tiber Durchkontakte (8) . in 
der obersten Kunststof f lage (15) mit einer der vergrabe- 
nen Leiterbahnlagen (4) yerbunden sind- 

25 8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprllche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Hohlgehausepackung (17) die Kunststof flagen (3) , 
die vergrabene Leiterbahnlage (4) und den mindestens ei- 
30 nen Halbleiterchip (5) aufweist, wobei eine der Kunst- 

stofflagen (3) eine Abdeckung (18) mit Durchkontakten 
(8) bildet und eine weitere Kunststof f lage (3) den Rah- 
men (19) der Hohlgehausepackung (17) aufweist, die von 
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den spitzkegeligen Aufienkontakten (7) des Halbleiter- 
chips (5) durchdrungen 1st, wobei die spitzkegeligen Au- 
Benkontakte (7) mit Durchkontakten (8) der Abdeckung 
(18) eiektrisch verbunden sind. 

Elektronisches .Bauteil nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Hohlgehausepackung (17) ein Lichtsensorgehause oder 
Chipkameragehauae ist.und die Abdeckung (18) eine trans- 
parente Kunststof f lage (20) aufweist. 



10. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Hohlgehausepackung (17) ein Drucksensorgehause ist 
15 und die Abdeckung (18) eine zentrale offnung (21) zur 

Druckkopplung aufweist. 

11. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 8 bis 
10, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Hohlgehausepackung (17) ein Gassensorgehause ist und 
die Abdeckung (18) eine zentrale offnung (21) zum Gas- 
austausch aufweist. 



25 12. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprtlche 8 bis 

* ■ / I 



dadurch gekennzeichnet, dass 
die Hohlgehausepackung (17) ein Schallsensorgehause ist 
und die Abdeckung (18) eine zentrale Offnung (21) zur 
30 Schallaufnahme oder Schallabgabe aufweist. 

13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche f 
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dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

mindestens eine der Kunststof f lagen . (3) einen vorver- 

netzten Kunststof f (22) aufweist. 

14. Elcktronisehes Bautel 1 nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

mindestens eine der Kunststof f lagen (3) Glasfaser- oder 
Kohlefaserverstarkungen aufweist. 



10 



15. Nutzen mit mehreren Bauteilpositionen (23), wobei der 
Nutzen (24) mehrere ' Kunststof f lagen (3) und mindestens 
eine vergrabenen Leiterbahnlage (4) aufweist und wobei 
jede Bauteilposition (23) mindestens einen Halbleiter- 

15 chip (5) mit auf einer AuBenseite (6) verteilten spitz- 

kegeligen Auflenkontakten (7) aufweist, und wobei die 
spitzkegeligen Auiienkontakte (7) in dem Nutzen (24) eine 
der Kunsts toff lagen (3) durchdringen und Durchkontakte 
(8) zu der vergrabenen Leiterbahnlage (4) bilden - 

20 

16, Nutzen nach Anspruch 15, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass . 
jede Bauteilposition (23) ein Multichipmodul (9) mit 
mehreren vergrabenen Leiterbahnlagen (4) und mehreren 
25 Halbleiterchips (5), die spitzkegelige Aufienkontakte (7) 

' haben, aufweist, wobei die spitzkegeligen Aufienkontakte 
^ ' ' (7) der Halbleiterchips (5) in dem Nutzen (24) unter- 

schiedliche Kunststof f lagen (3) durchdringen und Durch- 
kontakte (8) zu unterschiedlichen vergrabenen Leiter- 
30 bahnlagen (4) bilden - 

17. Nutzen nach An3pruch 15 oder Anspruch 16, 
d a d u r ch gekennzeichnet, dass 
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der Nutzen (24) vergrabene Halbleiterchips - (10) auf 
weist. 

18. Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 17 , 
5 dadurch gekennzeichnet , dass 

der Nutzen (24) gedunnte Halbleiterchips (11) mit einer 
Dicke zwischen 30 und 100 Mikrometern als vergrabene 
Halbleiterchips (10) auf weist. 

10 19. Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Nutzen (24) auf der Unterseite (12) und/oder der 
Oberseite (13) in jeder Bauteilposition (23) Aufienkon- 
taktflachen (14) auf weist. 

' 15 

20. Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der Nutzen (24) auf seiner Oberseite (13) in jeder Bau- 
teilposition (23) Halbleiterchips (5) aufweist, die mit 
2 0 ihren spitzkegeligen AuAenkontakten (7) die oberste 

, Kunststof flage (15) durchdringen und Durchkontakte (8) 
zu einer vergrabenen Leiterbahnlage (4) bilden. 

21. "Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 20, 
25 dadurch gekennzeichnet, dass 

der Nutzen (24) auf seiner Oberseite (13) passive Bau- 
elemente (16) auf weist, die iiber Durchkontakte (8) in 
der obersten Kunststof f lage (15) mit einer der vergrabe- 
nen Leiterbahnlagen (4) verbunden sind. 



30 



22, Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 21, 
dadurch g e k e n n'z e i c h n e t , dass 

der Nutzen (24) in einer der Kunststof flagen (3) fur je- 
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de Bauteilposition (23) eine Vertiefung fur eine Hohlge- 
hausepackung* (17) mit mindestens einer vergrabenen Lei- 
terbahnlage .(4) und mit mindestens einem Haibleiterchip 
(5) aufweist, wobei eine weitere der Kunststof f lagen (3) 
eine Abdeckung (18) mit Durchkontakten (8) bildet. 

23. Nutzen nach einem der Anspruche 15 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet , dass 

der Nutzen (24) mindestens eine Kunststof flage (3) eines 
vorvernetzten Kunststof fs (22) aufweist. 



24. Nutzen nach einem der Ansprttche 15 bis 23, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

der Nutzen (24) mindestens eine Kunststof flage (3) mit 
15 Glasfaser- Oder Kohlef aserverst&rkungen aufweist. 

25. Verfahren zur Herstellung mindestens eines elektroni- 
schen Bauteils (1) mit einer Gehausepackung (2) aus meh- 
reren Kunststof f lagen (3) , mit mindestens einer vergra- 

20 benen Leiterbahnlage (4) und mit mindestens einem Halb- 

leiterchip (5), der auf einer Aufienseite (6) verteilte 
spitzkegelige Auiienkontakte (7) aufweist, wobei die 
spitzkegeligen Aufienkontakte (7) in der Gehausepackung 
(2) eine der Kunststof f lagen (3) durchdringen und Durch- 
2 5 kontakte (8) zu der vergrabenen Leiterbahnlage 

(4)bilden, das folgende Verf ahrensschritte aufweist: 

Herstellen eines Schaltungstragers (2 6) mit AuBen- 
kontaktf lachen 1 (14) auf der Unterseite. (12) des 
Schaltungstragers (26) und einer Leiterbahnlage (4) 
30 auf der Oberseite (27) des Schaltungstragers (26), 

wobei die AuBenkontaktf ISchen (14) und die Leiter- 
bahnlage (4) ttber Durchkontakte (8) durch den 
Schaltungstrager (26) elektrisch verbunden werden , 
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25 



30 



Herstellen von Halbleiterchips (5) mit spitzkegeli- 
gen AuBenkontakten (7) , 
- ' Aufbringen einer vorvernetzten Kunststof f lage (22) 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers 
(26), 

Durchdringen der vorvernetzten Kunststof fslage (22) 
mit den spitzkegeligen Aufcenkontakten (7) minde- 
stens eines der Halbleiterchips (5) bis die spitz- 
kegeligen Aufienkontakte (7) Durchkontakte (8) zu 
der Leiterbahnlage bilden und der mindestens eine 
Halbleiterchip (5) sich in die vorvernetzte Kunst- 
stbfflage (22) einpragt, 

Ausharten und Vernetzen der vorvernetzten Kunst- 
stofflage (22) zu einer Kunststof f lage (3), 
- • Funktionstest des. elektronischen Bauteils (1) uber 
die Aufienkontaktflachen (14) des Schaltungstragers 
(26) . 

25- Verfahren nach Anspruch 25, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

vor dem Ausharten und Vernetzen der vorvernetzten Kunst- 
stof f lage (22) eine weitere vorvernetzte Kunststof f lage 
(22) zur -Abdeckung des Halbleiterchips (5) aufgebracht 
wird. 

27. Verfahren nach Anspruch 25 oder Anspruch 26, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers (26) 
eine strukturierte vorvernetzte Kunststof f lage (22) mit 
mindestens einer Vertiefung (25) fur eine Hohlgehause- 
packung (17) aufgebracht wird. 
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28. Verfahren nach einem der Ansprilche 25 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
auf die Leiterbahnlage (4) des Schaltungstragers (26) 
mehrere Folgen von Leiterbahnlagen (4) und Kunststof f la- 
gen (3) mit Durchkontakten (8)~und eingebetteten Halb- 
leiterchips (10) aufgebracht werden, wobei die spitzke- 
gelige Aufienkontakte (7) der Halbleiterchips (5)" jeweils 
eine der Kunststof flagen (3) durchdringen und Durchkon- 
takte (8) zu einer der Leiterbahnlagen (4) bilden. 

29. Verfahren nach einem der Ansprilche 25 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf eine oberste Kunststof flage (15) eine obere Leiter- 
bahnlage (4) aufgebracht wird, die mit Halbleiterchips 
(5) und/oder passiven Bauelementen (16) zu einem Multi- 
chipmodul (9) bestuckt wird. 



30. Verfahren nach einem der Ansprilche 25 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
20 die beanspruchten Verf ahrensschritte zur Herstellung ei- 

nes Nutzens (24) mit mehreren Bauteilpositionen (23) 
durchgef uhrt werden und der Nutzen (24) abschliefiend zu 
einzelnen elektronischen Bauteilen (1) aufgetrennt wird. 
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Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 



□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 
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FADED TEXT OR DRAWING 



